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Beschreibung 

Schutzvorrichtung fur lithographische Masken und Verfahren zu 
ihrer Verwendung 

5 

Die vorliegende Erfindung ist auf eine Schutzvorrichtung fur 
plattenf ormige Objekte wie lithographische Masken, insbeson- 
dere fur Ref lexionsmasken, sowie auf ein Verfahren zur Ver- 
wendung eines geschiitzten ' plattenf ormigen Objekts wie einer 
10 photolithographischen Maske gerichtet. 




Fur die EUV- bzw. Rontgenlithographie von integrierten 



Schaltkreisen werden sogenannte Ref lexionsmasken verwendet . 
Bei diesem Verfahren zur Waf erbelichtung strahlt die. Belich- 

15 tungsquelle im Waf erbelichtungsgerat unter einem festgelegten 
Winkel auf die Ref lexionsmaske ein. Auf der Oberflache der 
Maske befinden sich eingefraste oder eingeatzte Strukturen, 
die mittels mathemat ischer Verfahren berechnet worden sind, 
und an denen das Licht reflektiert und iiber Ref lexionsspiege- 

2 0 loptiken auf den Wafer umgeleitet wird. Die so entstandenen 
Ref lexmuster enthalten die Strukturinf ormationen der Maske 
und belichten auf diese Weise den Wafer. Ein besonders kriti- 

^ scher Aspekt beim Einsatz dieser Maskentechnik ist die Forde- 
rung nach einer absoluten Def ektf reiheit beziiglich der Mas- 

25 kenstrukturen, urn fehlerfrei belichtete Waf erstrukturen zu 

erhalten. Jedes auf der Ref lexionsmaske befindliche Partikel 
stort die Reflexion an dieser Stelle und fiihrt zu Abbildungs- 
fehlern auf dem Wafer, was zum Ausfall derart f ehlbelichteter 
integrierter Schaltkreise fiihren kann. 

30 

In herkommlichen Transmi s s ions - opt i schen Lithographien werden 
die Masken durch eine Polymermembran, ein sogenanntes 
Pellicle, vor einer nachtraglichen Partikelkontamination ge- 
schutzt. Das Pellicle ist eine dunne, meist polymere Membran, 
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die iiber einen Rahmen gespannt eine Schutzhaut in einem Ab- 
stand von einigen Mil lime tern (beispielsweise 5 bis 10 mm) 
von der Maskenoberf lache bildet. Auf sie fallende Partikel 
bis zu einer GroSe von etwa 200 fim sind bei einer optischen 
Abbildung auSerhalb der Fokusebene , d.h. der Maskenoberf la- 
che, gelegen und werden deshalb nicht auf den Wafer abgebil- 
det . Das Pellicle wird ublicherweise im letzten Schritt der 
Herstellung einer Maske montiert und ist zum dauerhaften Ver- 
bleib auf dieser vorgesehen, wobei es sowohl als Transport- 
schutz als auch im Belichtungsgerat als Schutz wahrend des 
Einsatzes dient. 

Die Verwendung dieser Schut zmembranen ist jedoch aufgrund der 
besonderen Verhaltnisse bei der EUV-Lithographie, insbesonde- 
re der hohen Energie der verwendeten Strahlungsquellen, wah- 
rend der Belichtung des Wafers nicht moglich. Selbst eine 
Verwendung von Pelliclen als temporarer Schutz wahrend des 
Transports und der Lagerung schieden bisher aus, da die Ent- 
fernung der fest mit der Ref lexionsmaske verklebten Pellicle- 
Rahmen aufwendig ist und zur massiven Partikelverschmutzung 
fiihrt. Andere im Stand der Technik bekannte mechanische Lo- 
sungen zum Schutz der Ref lexionsmaske fiihren zu nicht akzep- 
tablen Spannungszustanden in der Maske und damit zu einer 
Verzerrung der Maskenstrukturen, die sich in einer ungenauen 
Abbildung auf der Waferoberf lache und damit verbundenen Feh- 
lern der integrierten Schaltkreise niederschlagt . Damit war 
der Einsatz von Ref lexionsmasken bisher auSerst aufwendig, da 
diese ohne Schutz benutzt und gelagert wurden, was mit stan- 
digen Reinigungsschritten einherging. 

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, 
einen Schutz fur Ref lexionsmasken bereit zu stellen, der pro- 
blemlos und spannungsf rei reponibel ist. Diese Aufgabe wird 
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gelost ciurch die Bereitstellung einer Schut zvorrichtung fur 
plattenf ormige Objekte wie lithographische Masken gemaS dem 
unabhangigen Patentanspruch 1, ein Verfahren zur Verwendung 
eines geschutzten plattenf ormigen Objekts gemaS dem unabhan- 
gigen Patentanspruch 13, sowie eine Verwendung gemaS dem un- 
abhangigen Patentanspruch 18. Weitere vorteilhafte Ausgestal- 
tungen, Aspekte und Details der vorliegenden Erfindung erge- 
ben sich aus den abhangigen Patentanspruchen, der Beschrei- 
bung und den beigefugten Zeichnungen. 

Der Erfindung liegt die Idee zugrunde, Ref lexionsmaske und 
Schut z mit einem adhasiven bzw. viskosen Polymer miteinander 
zu verbinden, das in unterschiedliche Richtungen unterschied- 
liche Widerstandskraf te leisteri kann. Auch wenn der Schwer- 
punkt der Verwendung auf dem Schut z photolithographischer 
Masken liegt, versteht es sich, dass auch andere Objekte ge- 
schutzt werden konnen. 

Es handelt sich hierbei urn Polymere, welche Eigenschaf ten 
Nicht -Newton' scher Flussigkeiten aufweisen, die drucksensitiv 
und gelartig sind. 

Dementsprechend ist die Erfindung zunachst gerichtet auf eine 
Schut zvorrichtung fur plattenf drmige Objekte, die auf weist : 
zumindest ein Halteelement mit einer planen ersten Kante und 
einem Schut zelement zum Schut z zumindest einer Oberflache ei- 
nes plattenf ormigen Objekts; ein an der ersten Kante angeord- 
netes Polymerpolster , das mit einem peripheren Bereich der 
Oberflache in Kontakt gebracht werden kann; wobei das Poly- 
merpolster aus einem Polymer . besteht , dessen Viskpsitat 
und/oder Adhasivitat bei auf die Schut zvorrichtung ausgeubten 
Zugkraften orthogonal zum peripheren Bereich des Objekts gro- 
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Ser ist als bei auf die Schut zvorrichtung ausgeiibten Scher- 
kraften parallel zum peripheren Bereich. 

Bereitgestellt wird also ein Schut zelement , dessen plane, 
d.h. auf einer Ebene befindlichen Kante auf die im allgemei- 
nen ebenfalls planen Obj ektoberf lache des Objekts etc. aufge- 
setzt werden konnte. Urn eine Verbindung der beiden Elemente 
miteinander herzustellen, wird jedoch nunmehr ein Polymerpol- 
ster auf die Kante aufgebracht, das eine Adhasionsverbindung 
zwischen Kante und damit Schut zelement und Oberflache des Ob- 
jekts herstellt. Es versteht sich, dass diese Verbindung in 
einem peripheren Bereich oder mehreren peripheren Bereichen 
des Objekts erfolgen soil, wobei unter peripheren Bereichen 
hierbei solche Bereiche zu verstehen sind, die vorzugsweise 
auSerhalb eines zu schiitzenden Bereichs des Objekts, bei- 
spielsweise der Ref lexionsstrukturen auf einer lithographi- 
schen Maske liegen und die damit nicht geschutzt werden miis- 
sen bzw. bei denen Riickstande des Polymerpolsters akzeptabel 
sind. Alternativ kann der periphere Bereich auch so gewahlt 
sein, dass er beispielsweise bei bis zum Rand gehenden Struk- 
turen noch innerhalb der Strukturmuster der Maske liegt, wo- 
bei die Maske dann vor dem Betrieb gereinigt wird. Der Kern 
der Erfindung liegt in der Auswahl eines dem Anspruch genii- 
genden Polymers. Dieses weist bezuglich seines adhasiven bzw. 
viskosen Verhaltens zwei vorzugsweise zueinarider orthogonale 
Vorzugsrichtungen auf. Es wird im Polymerpolster so orien- 
tiert, dass es bei Zugkraften, die orthogonal zur Oberflache 
des Objekts bzw. den peripheren Bereichen einwirken und damit 
als trennende Krafte angesehen werden konnen, wie sie bei- 
spielsweise beim Anheben des plattenf ormigen Objekts oder 
ahnlichem an der Schut zvorrichtung auftreten, eine relativ 
grofiere adhasive Wirkung hat als bei Kraften, die parallel zu 
peripheren Bereichen der Oberflache wirken und damit ein 
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Gleiten der Schut zvorrichtung auf dem Objekt bewirken wiirden. 
Auf diese Weise kann erreicht werden, dass einerseits das Ob- 
jekt an der Schut zvorrichtung transportiert werden kann und 
die Schut zvorrichtung dabei nicht einfach vom Objekt abgeho- 
ben werden kann, dass aber andererseits vor dem Einsatz des 
Objekts die Schut zvorrichtung durch seitliches Bewegen ein- 
fach vom Objekt getrennt und dann entfernt werden kann. Span- 
nungen werden abgebaut und es findet eine Verbesserung der 
Lagegenauigkeit der mit der Maske erzeugten Strukturen statt. 

Wie bereits ausgefuhrt und beispielhaft illustriert, ist das 
plattenf ormige Objekt vorzugsweise eine lithographische Mas- 
ke, insbesondere eine Reflexionsmaske fur den Einsatz bei der 
EUV-Lithographie . 

Fur die Erfindung konkret geeignete Polymere oder Polymermi- 
schungen sind solche, welche die Eigenschaf ten typischer PSA 
(pressure sensitive adhesives) -Werkstoffe oder "release coa- 
tings" aufweisen. Fur diese Stoffklasse gilt das rheologische 
Dahlquist-Kriterium des Kriechverhaltens (J) von benotigten 
minimal 10 s cm 2 /dyn bei Gebrauchstemperatur . PSA-Werkstof f e 
weisen bei einer Tg von -25°C typische G 1 -Module von groSer 
10 6 dyn/cm 2 auf. Ihr Abschalverhalten (G ! ) steigt stark mit 
der Schalgeschwindigkeit . Typische Yertreter sind etwas TESA 
7475 (TM) , Poly-Dimethoxysilane oder "Eastotac" (TM) -PSAs auf 
Basis niedermolekularer aliphatischer Kohlenwasserstof f harze . 

Vorzugsweise ist die erf indungsgemaSe Schutzvorrichtung eine 
Schutzhaube, welche aufweist: als Halteelement einen Rahmen 
mit einer seitlich umlaufenden Wandung und der planen ersten 
Kante an der Wandung, und als Schut zelement eine uber den 
Rahmen gespannte Membran, welche den gesamten Rahmen uber- 
deckt, wobei der Rahmen mit seinem Polymerpolster auf den pe- 
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ripheren Bereich des plattenf ormigen Objekts aufsetzbar ist . 
Diese Ausf uhrungsf orm der vorliegenden Erfindung entspricht 
im wesentlichen dem Aufbau bisheriger Pellicle- 
Rahmen/Maskenanordnungen , bei denen die Rahmen auch wahrend 
der Belichtung auf den Masken verbleiben. Der entscheidende 
Unterschied liegt jedoch darin, dass Objekt bzw. Maske und 
Rahmen uber das spezielle Polymerpolster miteinander verbun- 
den sind und damit vor Verwendung der Maske in einfacher Wei- 
se trennbar sind. 

Der Rahmen kann eine zweite zur ersten im wesentlichen paral- 
lels Kante aufweisen, wobei die Membran an der zweiten Kante 
befestigt ist. Auf diese Weise wird ein Abstand zwischen Mem- 
bran und Oberflache des Objekts/der Maske erreicht. 

Die Wandung des Rahmens kann eine Hohe von 5 bis 10 mm, ge- 
messen von der Oberflache des Objekts bis zur Membran, auf- 
weisen, was auf dem Gebiet lithographischer Masken im wesent- 
lichen den Verhaltnissen bei vorbekannten Pellicle-Rahmen 
entspricht. 

Als Schutzvorrichtung kann ein herkommliches Pellicle dienen, 
wie sie etwa von der Microlithography Inc. vertrieben werden, 
auf dessen Membran- abgewandter Rahmenkante das Polymerpolster 
aufgebracht ist. Die optischen Eigenschaf ten der Polymerfolie 
sind hierbei unbedeutend. 

In einer alternativen Ausf uhrungsf orm kann die Erfindung da- 
durch gekennzeichnet sein, dass sie eine verschlieSbare Box 
zur Aufnahme eines plattenf ormigen Objekts, wie einer Maske, 
ist und einen Deckel uhd einen Boden aufweist, wobei am Dek- 
kel und am. Boden Vorsprunge als Halteelemente angeordnet 
sind, die jeweils eine plane Kante mit daran angeordneten Po- 
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lymerpol stern aufweisen und das plattenf ormige Objekt zwi- 
schen den Polymerpol stern der Vorsprunge gehaltert werden 
kann. Auf diese Weise wird das plattenf ormige Objekt sowohl 
an seiner Ober- als auch an seiner Unterseite gehaltert, was 
einen besonders sicheren Transport und einen guten Schutz vor 
Umwelteinf liissen ermoglicht. Bei dieser Ausf uhrungsf orm der 
vorliegenden Erfindung entfernt man sich vom Konzept des 
klassischen Pellicle-Rahmens durch Bereitstellen einer opti- 
mierten Auf bewahrungsvorrichtung fur eine photolithographi- 
sche Maske . 

Die Vorsprunge konnen ahnlich wie die Kanten der Pellicle- 
Rahmen ausgefiihrt sein, es ist jedoch auch moglich, fur den 
jeweiligen Einsatzzweck und optimiert auf Gewicht oder 
Schwungmassen der zu schutzenden plattenf ormigen Objekte, wie 
photolithographischer Masken, optimierte Vorsprunge bereit zu 
stellen. 

Die erf indungsgemaSe Box kann zusatzlich ein Sicht- 
/Inspektionsf enster aufweisen, um zum Beispiel eine Inspekti- 
on von Masken zu ermoglichen. Dieses Sichtfenster weist vor- 
zugsweise die Eigenschaft einer DUV-Durchlassigkeit im Wel- 
lenlangenbereich von 157-365 nm auf, mit der Folge, dass eine 
bei entsprechendem Licht durchgef iihrte Inspektion ohne Ent- 
fernung der Maske aus der Box moglich ist. 

Vorzugsweise ist der Deckel der Box so gestaltet, dass er 
durch eine Schiebebewegung oder eine Drehbewegung abgenommen 
werden kann. Auf diese Weise konnen die zum Trennen von Ob- 
jekt und Vorspriingen notwendigen Scherkrafte, die der Uber- 
windung der Viskositat der Polymerpolster dienen, einfach 
ausgeiibt werden. Klappdeckel sind hingegen weniger vorteil- 
haft, da sie eine orthogonale Bewegung der Polymerpolster 
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verursachen wiirden, die hohere Reaktionshaltekraf te der Pol- 
ster und moglicherweise deren ZerreiEen mit den daraus fol- 
genden Ruckstandsbildungen auf dem Objekt bewirken wiirden. 

Der Grenzwert der ausiibbaren orthogonalen Zugkrafte (also von 
dem Obj ektoberf lache weggerichteten Krafte) , bei denen es 
nicht zu einer Uberwindung der Adhasion des Pblymerpolsters 
kommt, sollte so groS sein, dass beim ublichen Handhaben die 
Schutzvorrichtung an der Oberf ache fixiert bleibt und der 
Grenzwert der ausiibbaren parallelen Scherkrafte (also Krafte, 
die im wesentlichen parallel zu der Obj ektoberf lache ausgeubt 
werden) nicht zu einer Uberwindung der Adhasion des Polymer- 
polsters kommt, sollte so klein sein, dass ihre Uberwindung 
durch manuelles oder mechanisches seitliches Verschieben der 
Komponenten zueinander moglich ist. 

Die Erfindung ist weiter auf ein Verfahren gerichtet. Alles 
beziiglich der Vorrichtung Gesagte gilt auch fur das nachfol- 
gend vorgestellte Verfahren und umgekehrt, so dass wechsel- 
seitig Bezug genommen wird. 

Das erf indungsgemafie Verfahren zur Verwendung einer geschutz- 
ten photolithographischen Maske weist folgende Schritte auf: 
Bereitstellen einer Anordnung mit einem plattenf ormigen Ob- 
jekt und einer Schutzvorrichtung mit zumindest einem Haltee- 
lement mit einer planen ersten Kante, einem Schutzelement . zum 
Schutz zumindest einer Oberf lache des plattenf ormigen Ob- 
jekts,. einem an der ersten Kante angeordneten Polymerpolster , 
das mit einem peripheren Bereich der Oberf lache des Objekts 
in Kontakt steht, wobei das Polymerpolster aus einem Polymer 
besteht, dessen Viskositat und/oder Adhasivitat bei auf die 
-Schutzvorrichtung ausgeiibten Zugkraften orthogonal zum peri- 
pheren Bereich des Objekts groSer ist als bei auf die Schutz- 
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vorrichtung ausgeubten Scherkraften parallel zum peripheren 
Bereich; 

Trennen von Ob j ekt und Schut zvorrichtung durch Ausiiben einer 
hinreichenden Scherkraft, die zu einer lateralen Relativbewe 
gung von Objekt und Schut zvorrichtung zur Uberwindung der Ad 
hasion f lihrt ; 

Verwenden des Objekts fur einen vorgesehenen Zweck; und 
nach Abschluss der Verwendung Verbinden von Objekt und 
Schut zvorrichtung durch orthogonales Zusammenf iihren von Ob- 
jekt und Schutzvorrichtung beziiglich der Oberflache und der 
Kante . 

Das Verfahren zielt also darauf ab, beim Trennen von Schutze 
lement und plattenf ormigem Objekt eine parallel zur Oberfla- 
che des Objekts laufende Bewegung bzw. Kraf teinwirkung auszu 
uben, urn die beiden Elemente voneinander trennen. zu konnen, 
und beim Zusammenf iigen die beiden Elemente orthogonal aufein 
ander zu setzen, um die Adhasivkraf te wieder herzustellen . 

Vorzugsweise handelt es sich bei dem plattenf ormigen Obbj ekt 
um eine lithhographische Maske, beispielsweise eine Refle- 
xionsmaske, und die Verwendung ist eine Belichtung eines Wa- 
fers . 

Insbesondere wird es bevorzugt, dass die fur das erfindungs- 
gemafie Verfahren verwendete Schutzvorrichtung eine erfin- 
dungsgemafie, oben offenbarte Schutzvorrichtung ist. 

Das erf indungsgemaSe Verfahren kann nach dem Trennen von 
Schutzvorrichtung und plattenf ormigem Objekt den weiteren 
Schritt aufweisen : 

Reinigen des Objekts von Riickstanden des Polymerpolsters . 



P2002, 0858 



DE E 



10 

Auf diese Weise konnen eventuell an dem plattenf ormigen Ob- 
jekt zuruckbleibende Riickstande des Polymerpolsters entfernt 
werden und damit, insbesondere im Bereich von Maskenstruktu- 
ren bei Masken, das Auftreten von Fehlern bei der Belichtung 
von Wafern vermieden werden. 

Vorzugsweise wird das Reinigen durch eine Bestrahlung mit ei- 
ner Xenon -UV-Excime r - Lampe unter einem 0 2 /N 2 -Gasgemisch 
durchgefuhrt , welches sich als effektiv zur Entfernung von 
Polymerpolsterresten herausgestellt hat. 

Im Folgenden wird die Erfindung anhand konkretisierter Aus- 
fuhrungsbeispiele naher erlautert werden, wobei auf den kon- 
kreten Anwendungsf all einer lithographischen Maske abgestellt 
wird und auf die beigefiigten Zeichnungen Bezug genommen wer- 
den wird, in denen Folgendes dargestellt wird: 

Fig. 1 zeigt eine erste Ausf iihrungsf orm der vorliegenden 
Erfindung mit einem Aufbau ahnlich einem herkommlichen 
Pellicle-Rahmen; und 

Fig. 2 zeigt eine weitere Ausf iihrungsf orm der vorliegenden 
Erfindung, bei der die photolithographische Maske mit- 
tels einer Box geschiitzt ist. 

Die Schutzvorrichtung gemaS der vorliegenden Erfindung ver- 
wendet Polymerpolster aus bestimmten fur diesen Zweck geeig- 
neten Polymeren zur Verbindung der Schutzvorrichtung mit der 
photolithographischen, zu schiitzenden Maske. Sie konnen bei- 
spielsweise auf herkommliche Pellicle-Rahmen aufgetragen wer- 
den, und diese Rahmen konnen als temporarer Part ikelschutz 
verwendet werden. Durch leichte mechanische Scherkrafte las- 
sen sich die Haftkrafte uberwinden und das Pellicle von der 
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Maske ohne zusatzliche Part ikelerzeugung losen. Eventuell da- 
bei anfallende leichte organische Ruckstande im Falle eines 
adhasiv-koesiven Bindungsbruchs im Polymer nahe der Mas- 
kenoberf lache liegen in Monolagenbereichen und lassen sich 
5 daher durch eine kurze Bestrahlung der Maske mit einer Xe-UV- 
Excimer-Lampe im 0 2 /N 2 -Gasgemisch innerhalb von Minuten ent- 
fernen. 

Fig. 1 zeigt eine erste Ausf iihrungsf orm der vorliegenden Er- 

10 findung, bei der eine photolithographische Maske 1 durch eine 
Schutzvorrichtung 2 an ihrer Oberseite geschutzt werden soil. 
Die Schutzvorrichtung 2 weist einen Rahmen 3 auf, der bei- 
spielsweise einem ublichen Pellicle-Rahmen entsprechen kann, 
sowie eine Membran 4 aus einem Polymer oder einer Metallfolie 

15 oder ahnlichem. Ein Vorteil bei der vorliegenden Erfindung 

ist die groSe Erweiterbarkeit des fur die Membran verwendba- 
ren Materials, da keine Rucksicht auf die optische Durchgan- 
gigkeit genommen werden muss, da die Membran lediglich dem 
Lager- und Transportschut z vor Partikeln dient, nicht hinge- 

20 gen wahrend des eigentlichen Belichtungsvorganges auf der 

Maske verbleibt . Auch Metallfolien sind daher zur Verwendung 
9^ als Membran hier geeignet . Auch kann die Membran, falls ge- 

\' wunscht , dicker sein, um so einen besseren mechanischen 

Schutz zu gewahrleisten. Erf indungsgemaS befindet sich zwi- 

25 schen einer Kante 3a des Rahmens 3 und der Maske 1 .ein Poly- 
merpolster 5 aus den zuvor beschriebenen spezifischen Polyme- 
ren mit Vorzugsrichtungseigenschaf ten . Das Polymerpolster be- 
wirkt eine Anhaftung der Schutzvorrichtung 2 an der Maske 1 
und gewahrleistet damit deren Schutz vor Part ikelabl age rung . 



30 



In der Fig. 2 ist das Konzept der Schutzvorrichtung weiter 
entwickelt bis zu einer die Maske komplett umgebenden Schutz- 
box. Die Maske 1 befindet sich im Inneren der Schut zvorrich- 
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tung 2, die eine Box 6 ist. Die Box 6 weist Seitenwande 7* 
auf, einen Deckel 8 und einen Boden 9 auf . Am Deckel 8 sind 
Vorsprunge 10 und am Boden 9 sind Vorsprunge 11 angeordnet. 
An den Kanten 10a. 11a der Vorsprunge sind jeweils Polymer- 
polster 12 bzw. 13 angeordnet. Die Vorsprunge 10 und 11 sind 
so bemessen, dass sie zusammen mit dem Polymerpolster so weit 
in die Box hinein - ragen, dass sie die auf zunehmende Maske 1 
zwischen den Polymerpolstern haltern konnen. Auf diese Weise 
lasst sich ein Schutz sowohl gegen Einflusse auf der Struk- 
turseite der Maske 1 als auch auf der anderen Oberflache der 
Maske 1 erzielen. Gegebenenf alls kann der Deckel 8 der Box 6 
ein Inspektionsf enster 14 aus einem durchsichtigen Material, 
beispielsweise aus Glas oder aus einem Polymer, enthalten, urn 
eine Inspektion der darunter befindlichen Maske bzw. die 
Feststellung der Anwesenheit der Maske zu ermoglichen. 

Der besondere Vorteil der vorliegenden Erfindung liegt in der 
Einfuhrung einer neuen preiswerten Hafttechnik fur Rahmen auf 
lithographischen Masken oder anderen zu schutzenden platten^ 
formigen Objekten mit empf indlichen Oberflachen. Die Erfin- 
dung ist in ihrem Einsatzzweck nicht auf Ref lexionsmasken be- 
schrankt, obwohl sie im Hinblick auf diese entwickelt worden 
ist, sondern kann beispielsweise auf fur Durchlichtmasken 
eingesetzt werden. Auch andere Objekte, die man als Maske be- 
zeichnen kann, und deren Oberflache bei Lagerung partikelfrei 
bleiben sollen, konnen damit geschiitzt werden. Einsatzgebiete 
sind beispielsweise in der optischen Industrie, wo hochreine 
Oberflachen wahrend Zwischenstuf en der Produktherstellung 
Wunschenswerterweise erhalten bleiben sollen, urn das Ein- 
schlieSen von Staubpartikel oder ahnlichem in beispielsweise 
photographischen Objektiven oder Teleskopen zu verhindern. 
Weitere Einsatzgebiete liegen im Bereich der Kenntnisse des 
Fachmanns auf dem Gebiet der Partikelschut ztechnik . Durch die 
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Verwendung der genannten Polymere konnen weiterhin herkommli- 
che preiswerte Standardpellicle zum Schutz photolithographi- 
scher Masken verwendet werden. Dies spart Kosten und Entwick- 
lungszeit. AuSerdem wird das Problem der Kontakt induzierten 
Partikelerzeugung durch die Verwendung hochviskoser weicher 
Polymer umgangen. Ausgasungen der verwendet en Material ien 
sind klar identif iziert und ihre Beseitigung mittels Xe- 
Lampen unproblematisch . 
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PATENTANSPRUCHE : 

1. Schutzvorrichtung (2) fur plattenf ormige Objekte (1), um- 
fassend: 

zumindest ein Halteelement (3, 10) mit einer planen ersten 
Kante und einem Schut zelement zum Schutz zumindest einer 
Oberflache eines plattenf ormigen Objekts (1) ; 

gekennzeichnet durch ein an der ersten kante (3a) angeordne- 
tes Polymerpolster (5, 12, 13), das mit einem peripheren Be- 
reich der Oberflache in Kontakt gebracht werden kann; 

wobei das Polymerpolster (5, 12, 13) aus einem Polymer be- 
steht, dessen Viskositat und/oder Adhasivitat bei auf die 
Schutzvorrichtung (2) ausgeubten Zugkraften orthogonal zum 
peripheren Bereich des Objekts (1) groSer ist als bei auf di 
Schutzvorrichtung (2) ausgeubten Scherkraften parallel zum 
peripheren Bereich. 

2. Schutzvorrichtung (2) gemaS Ansprueh 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das plattenf ormige Objekt (1) eine lithogra- 
phische Maske ist. 

3. Schutzvorrichtung (2) gemaS Ansprueh 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Polymer des Polymerpolsters (5) aus 
gewahlt ist aus TESA 7475 (TM) , Poly-Dimethoxysilanen oder 
n Eastotac H -PSAs auf Basis niedermolekularer aliphatischer 
Kohlenwasserstof f harze . 

4. Schutzvorrichtung (2) gemaS einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Schut zhaube ist, auf- 
we i send 
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als Halteelement einen Rahmen (3) mit einer seitlich umlau- 
fenden Wandung und der planen ersten Xante (3a) an der Wan- 
dung , und 

als Schutzelement eine uber den Rahmen (3) gespannte Membran 

(4) , welche den gesamten Rahmen (3) iiberdeckt, wobei der Rah- 
men (3) mit seinem Polymerpolster (5) auf den peripheren Be- 
reich des plattenf ormigen Objekts (1) aufsetzbar ist. 

5. Schutzvorrichtung (2) gemaS Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Rahmen (3) eine zweite, zur ersten im we- 
sentlichen parallele Kante aufweist und die Membran (4) an 
der zweiten Kante befestigt ist. 

6. Schutzvorrichtung (2) gemaS Anspruch. 4 oder 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Membran (4) aus einem Polymer oder 
einem kristallinem Material besteht . 

7. Schutzvorrichtung (2) gemaS einem der Anspruche 4 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Wandung des Rahmens (3) eine 
Hohe von 5 mm bis 10 mm, gemessen von der Oberflache des 
plattenf ormigen Objekts (1) bis zur Membran (4), aufweist. 

8. Schutzvorrichtung (2) gemaS einem der Anspruche 4 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Pellicle-Rahmen ist, auf 
dessen membr anabge wandt e Rahmenkante (3a) das Polymerpolster 

(5) aufgebracht ist. 

9. Schutzvorrichtung (2) gemaS einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass sie eine verschlieSbare Box (6) 
zur Aufnahme eines plattenf ormigen Objekts (1) ist und einen 
Deckel (8) und einen Boden (9) aufweist, 
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wobei am Deckel (8) und am Boden (9) Vorsprunge (10, 11) als 
Halteelemente angeordnet sind, die jeweils eine plane Kante 
(10a, 11a) mit daran angeordneten Polymerpol stern (12, 13) 
aufweisen, und das plattenf ormige Ob j ekt (1) zwischen den Po- 
lymerpolstern (12, 13) der Vorsprunge (10, 11) gehaltert wer- 
den kann. 

10. Schutzvorrichtung (2) gemaS Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Box (6) . ein Sicht-/lnspektionsf enster (14) 
aufweist . 

11. Schutzvorrichtung (2) gemafi Anspruch 9 oder 10, dadurch 
gekennzeichnet , dass der Deckel (8) der Box (6) durch eine 
Schiebebewegung oder eine Drehbewegung abgenommen werden 
kann. 

12. Schutzvorrichtung (2) gemaS einem der Anspriiche 1 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Grenzwert der ausubba- 
ren orthogonalen Zugkrafte, bei denen es nicht zu einer Uber- 
windung der Adhasion des Polymerpol sters (5, 12, 13) kommt, 
so groS ist, dass beim iiblichen Handhaben die Schutzvorrich- 
tung (2) an der Oberflache fixiert bleibt; und der Grenzwert 
der ausubbaren parallelen Scherkrafte, bei denen es nicht zu 
einer Uberwindung der Adhasion des Polymerpolster kommt, so 
klein ist, dass ihre Uberwindung durch manuelles oder mecha- 
nisches seitliches Verschieben moglich ist. 

13. Verfahren zur Verwendung eines geschiitzten plattenf ormi- 
gen Objekts (1), die folgenden Schritte auf weisend : 



- Bereitstellen einer Anordnung mit einem plattenf ormigen Ob- 
jekt (1) und einer Schutzvorrichtung (2) mit zumindest ei- 
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nem Halteelement (3, 10, 11) mit einer. planen ersten Kante 
(3a, 10a, 11a); einem Schut zelement (4, 8) zum Schutz zu- 
mindest einer Oberflache des plattenf ormigen Objekts (1) ; 
einem an der ersten Kante (3a, 10a, 11a) angeordnetes Poly- 
merpolster (5, 12, 13), das mit einem peripheren Bereich 
der Oberflache des Objekts (1) in Kontakt ist; wobei das 
Polymerpolster (5, 12, 13) aus einem Polymer besteht, des- 
sen Viskositat und/oder Adhasivitat bei auf die Schutzvor- 
richtung (2) ausgeiibten Zugkraften orthogonal zum periphe- 
ren Bereich des Objekts (1) groSer ist als bei auf die 
Schut zvorrichtung (2) ausgeiibten Scherkraften parallel zum 
peripheren Bereich; 

- Trennen von Objekt (1) und Schut zvorrichtung (2) durch Aus- 
uben einer hinreichenden Scherkraft, die zu einer lateralen 
Relativbewegung von Objekt (1) und Schut zvorrichtung (2) 
zur Uberwindung der Adhasion f uhrt ; 

- Verwenden des Objekts (1) fur einen vorgesehenen Zweck; und 

- Verbinden von Objekt (19 und Schutzvorrichtung (2) durch 
orthogonales Zusammenf uhren von Objekt (1) und Schutzvor- 
richtung (2) bezuglich der Oberflache und der Kante (3a, 
10a, 11a) . . 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet , dass 
das plattenformige Objekt (1) eine lithographische Maske ist. 

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeich- 
net, daS die Schutzvorrichtung (2) eine Schut zvorrichtung (2) 
nach einem der Anspruche 1 bis 12 ist. 
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16. Verfahren nach einem, der Anspriiche 13 bis 15, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass es. den weiteren Schritt nach dem Trennen 
aufweist : 

- Reinigen des Objekts (1) von Riickstanden des Polymerpol- 
sters (5, 12, 13) . 

17. Verfahren nach Anspruch 16,, dadurch gekennzeichnet , dass 
zum Reinigen eine Bestrahlung mit einer Xe-UV Excimer Lampe 
unter 0 2 /N 2 -Gasgemisch durchgefiihrt wird. 

18. Verwendung einer Box mit Sicht-/Inspektionsf enster nach 
einem der Anspriiche 10 bis 12 zur Inspektion mit DUV-Licht, 

. vorzugsweise in einem Wellenlangenbereich von 157 nm bis 365 

nm. . 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Schutzvorrichtung fur lithographische Masken und Verfahren zu 
ihrer Verwendung 

5 

Die Erfindung 1st gerichtet auf eine Schutzvorrichtung (2) 
fur plattenf ormige Objekte (1) wie lithographische Masken, 
aufweisend zumindest ein Halteelement (3, 10) mit einer pla- 
nen ersten Kante und einem Schut zelement zum Schutz zumindest 
10 einer Oberflache eines plattenf ormigen Objekts (1) ; ein an 
der ersten Kante (3a) angeordnetes Polymerpolster (5, 12, 
13) , das mit einem peripheren Bereich der Oberflache in Kon- 
takt gebracht werden kann; wobei das Polymerpolster (5, 12, 
13) aus einem Polymer besteht, dessen Viskositat und/oder Ad- 
15 hasivitat bei auf die Schutzvorrichtung (2) ausgeubten Zug- 
kraften orthogonal zum peripheren Bereich des Objekts (1) 
groSer ist als bei auf die Schutzvorrichtung (2) ausgeubten 
Scherkraften parallel zum peripheren Bereich. Die Erfindung 
ist ebenfalls auf die Verwendung einer solchen Schut zvorrich- 
2 0 tung gerichtet. 



Fig. 1 
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BEZUGS ZE I CHENLI STE 



1 


Plattenf ormiges Obj ekt/Maske 


2 


Schutzvorrichtung 


3 


Rahmen 


3a 


Rahmenkante 


4 


Membran 


5 


Polymerpolster 


6 


Box 


7 


S e i t e nwandung 


8 


Deckel 


9 


Boden 


10 


Deckel vorsprung 


10a 


Kante des Deckelvorsprungs 


11 


Bodenvorsprung 


11a 


Kante des Bodenvorsprungs 


12 


Polymerpolster 


13 


Polymerpolster 


14 


Sicht-Inspektionsfenster (zur DUV- Inspektion) 
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